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Les convertisseurs DC-DC : la fonction hacheur
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Le hacheur élévateur de type BOOST
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Tension et courant de I'inductance (BOOST)
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Ondulation de la tension (BOOST)

ip(t)=ic(t)+is(t)= | bmoy +0ip(t)
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Fonctionnement en conduction discontinue (BOOST)
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Caracteristiques de sortie du hacheur de type BOOST
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Contraintes sur les interrupteurs (BOOST)

Interrupteur K1 : la diode
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Le hacheur inverseur de type BUCK-BOOST
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Structure du hacheur inverseur

K1 K,

DK
D P C

V()
A
VetV e—/ —— —
>
t
>
t
>

0 oT T | t

Thierry LEQUEU - Septembre 2013 — Fichier : IUT-MC-ET2-3TR.DOC — Page 39




MC-ET2 - IUT de Tours — Département GEII — 2™ année

Tension et courant de I'inductance (BUCK-BOOST)
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Ondulation de la tension (BUCK-BOOST)

ip(t)=ic(t)+is(t)= | bmoy +0ip(t)
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Fonctionnement en conduction discontinue (BUCK-BOOST)
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Caracteristiques de sortie du hacheur BUCK-BOOST
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Contraintes sur les interrupteurs (BUCK-BOOST)

Interrupteur K2 : la diode
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Quadrants de fonctionnement
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Synthese du hacheur série de type BUCK

Cahier des charges :

Convertisseur
E <> =
i cl ?

L o o

Graphe de fonctionnement :

oEY)

O O O O
a) phase active directe c) roue libre
Nature des interrupteurs
7 i A i A/ i A
‘_v) > >
K VK VK V
K1 : transistor K2 : diode K3 : fermé K4 : ouvert
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Synthese du hacheur élévateur de type BOOST

Cahier des charges : o— | g |
Convertisseur
E =]
C ?
_O

Source de tension Source de courant
O O —O
Graphe de () <>
fonctionnement :
a) phase active directe c) roue libre
Séquence de fonctionnement :
| ! |
K1 i) \ Ka K1\ it) \ K
SOIREOS RSOOSR
K2 \ Ks K2 Ks
Nature des
interrupteurs :
%
K1 :diode K2 :transistor K3 : fermé K4 : ouvert

Structure du hacheur élévateur :
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Synthese du hacheur réversible en courant
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Synthese du hacheur réversible en tension

Cas ou la puissance est positive P>0 - Quadrant 1 :
A v !

+E —mF— - B
i(t)
T D K4 : diode
0 > i i
t K K
Vig Vie
E4 1 I K2 : diode K3 : transistor

Cas ou la puissance est négative P<0 - Quadrant 2 :
A .

+£E - —y--------
i(t)
T D K1 :transistor K4 : diode
0 )'[ iK iK
Yk Yk
v(t)
eE4---- - 1 S K2 : diode K3 : transistor

Réalisation pratique du hacheur :

A Kl‘K < v(t) j& K,
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Synthese du hacheur 4 quadrants

%CDi: i(t)

v(t) K

Ks

a) Phase | : quadrants Q1-Q2

Caractéristiques des interrupteurs :

ET <> : i(t)

vO YK,

N K,

b) Phase Il : quadrants Q3-Q4

i ,7 iK A iK 7 iK A
—> > —> >
Vi Vi Vi Vi
K1 : transistor K2 : diode K3 : transistor K4 : diode
i|<A iKA/ iKA iKA/
] v, Y ] vV, Y
K K K K
K1 :diode K2 :transistor K3 : diode K4 :transistor
Le convertisseur 4 quadrants :
o
T D1 D, L
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